Программа проведения 10-го научно-практического семинара

«Проблемы создания специализированных радиационно-стойких СБИС 

на основе гетероструктур»

г.Н.Новгород                                                                                   25-26 февраля 2010 г.

	25 февраля

	1100-18 00
	Работа семинара

	1100-1110
	Вступительное слово члена оргкомитета семинара, директора ФГУП «ФНПЦ НИИИС им.Ю.Е.Седакова» А.Ю.Седакова

	1110-1135
	Оценка, контроль и обеспечение стойкости ЭКБ к воздействию радиационных факторов космического пространства

Ч.1-ТРадиционные эффекты А.Ю.Никифоров (НИЯУ-МИФИ,ОАО «ЭНПО СПЭЛС»)

	1135-1200
	Оценка, контроль и обеспечение стойкости ЭКБ к воздействию радиационных факторов космического пространства

Ч.2- Эффекты отдельных ядерных частиц  А.И.Чумаков (НИЯУ-МИФИ, ОАО «ЭНПО СПЭЛС»)

	1200-1215
	Испытательные средства Роскосмоса для контроля стойкости электронной компонентной базы к естественным ионизирующим излучениям космического пространства В.С.Анашин (ОАО «НИИ КП»)

	1215-1230
	Оптимизация номенклатуры и функций цифровых СнК для служебных систем и ПН космических аппаратов К.Д.Нагаев, С.А.Соболев, П.Н.Осипенко (ФГУП «ЦНИИ «Комета», НИИСИ РАН)

	1230- 1245
	Радиационно-стойкая бортовая аппаратура в космосе на основе систем в корпусе. Н.С.Данилин, Д.М.Димитров(ОАО «Космос-Комплект»)

	1245-1300
	Облик спецстойкого БМК для перспективных приборов Росатома и Роскосмоса. А.Е.Зимин(НИИИС)

	1300-1400
	Обед

	1400- 1415
	Развитие радиационно-стойкой микроэлектроники на базе технологической линии «Гранит» А.Л.Потапов, Н.Н.Киселев,А.Н.Сычев, В.И.Фомин (НИИИС)

	1415- 1430
	Развитие линии спецстойких микропроцессоров НИИСИ РАН. П.Н.Осипенко
А.А.Антонов(НИИСИ РАН)

	1430- 1445
	Состояние и планы развития      радиационно-стойкой ЭКБ ОАО «Ангстрем»

П.Р. Машевич (ОАО «Ангстрем»)

	1445- 1500
	Вопросы обеспечения гарантии радиационной      стойкости ЭКБ на стадии производства в ОАО «Ангстрем». А.А. Романов  (ОАО «Ангстрем»)  

	1500- 1515
	Проектирование структур и транзисторов для радиационно-стойких GaAs монолитных схем. С.В.Оболенский, А.П.Ятманов (НИИИС)

	1515-1530
	Перерыв (кофе-брейк) 

	1530-1545
	Разработка компонентной базы для создания радиационно-стойких модулей СВЧ в гибридно-монолитном интегральном исполнении. Д.И.Дюков.

М.А.Китаев, А.Г.Фефелов, Ю.И.Чеченин, А.Н.Агалаков(ФГУП НПП «Салют», НИИИС)

	1545-1600
	Разработка радиационно-стойкой МИС генератора управляемого напряжением сантиметрового диапазона длин волн Д.И.Дюков.

А.Г.Фефелов, (ФГУП НПП «Салют»)

	16 00 -1615
	Перспективы развития радиационно-стойкой СВЧ ЭКБ на основе гетероструктур нитридов III группы Д.М.Красовицкий (ОАО  «Светлана -РОСТ» )

	1615 -1630
	Работы НИИИС и МИЭМ по созданию и внедрению моделей и методик сквозного проектирования элементной базы радиационно-стойких КМОП СБИС КНИ с ПО TKAD, ICCAP и SPECTRE  К.О Петросянц, И.А.Харитонов , Л.М.Самбурский, Е.В.Орехов, А.П.Ятманов, А.В.Воеводин, Д.М.Суховирский (ГУ «НИИ МЭИИТ МИЭМ», НИИИС)

	1630- 1700
	Применение методов моделирования для исследования радиационной стойкости КНИ КМОП БИС ОЗУ К.О Петросянц, И.А.Харитонов, Л.М.Самбурский, Е.В.Орехов, А.Е.Зимин, А.П.Ятманов, С.Н.Устименко

А.В.Воеводин,  Д.М.Суховирский, Е.В.Тихонов (ГУ «НИИ МЭИИТ МИЭМ», НИИИС) 

	1700 -1715

	Схемотехническое моделирование воздействия ионизирующих излучений на МОП-гетероструктуры  CC.Дьяков (ВНИИЭФ)

	1715-1730
	Моделирование эффектов полной дозы на схемотехниче-ском уровне с использованием языка описания аппаратуры «Verilog-А» М.С.Горбунов (НИИСИ РАН)

	1730-1745
	Методы и    средства прогнозирования, оценки и контроля радиационной стойкости при разработке и производстве изделий микроэлектроники В.В.Фомичев, А.В.Скобелев, Д.К.Бабкин, Н.Н.Киселев, В.В.Маслов (НИИИС)

	1745 -1800
	Обеспечение достоверности радиационных испытаний в центре радиационных испытаний ФГУП «НИИП» К.И.Таперо(ФГУП «НИИП»)

	26 февраля

	900-915
	Основные результаты разработки структур КНС диаметром до 150 мм для радиационно-стойких СБИС В.Д.Чумак (ЗАО «Эпиэл»)

	915-930
	Влияние имплантации ионов      кислорода в слой кремния на сапфировой подложке на токи утечки n-канальных транзисторов КМОП БИС КНС технологии. А.А. Чистилин., А.А. Романов, В.А. Метлов, Ю.М. Московская

(ОАО «Ангстрем»)

	930-945
	Твердофазная рекристаллизация с границей раздела КНС, как новый способ получения высококачественных пленок кремния П.А.Александров, ИИТ РНЦ «КИ», г. Москва

	945-1000
	Радиационная стойкость и особенности технологии элементов памяти на самоформирующихся проводящих наноструктурах с конструкцией в виде структуры TiN-SiO2-W В.М.Мордвинцев, С.Е.Кудрявцев, А.В.Сагоян,
В.Л.Левин (ЯФ ФТИ РАН , ОАО «ЭНПО СПЭЛС»)

	1000  - 1015
	Разработка  технологии создания магниторезистивных элементов памяти и радиационно-стойких запоминающих устройств на их основе (MRAM) А.А.Фраерман (ИФМ РАН)

	1015  - 1030
	SiGe гетероструктуры для устройств кремниевой нано- и оптоэлектроники. А.В.Новиков(ИФМ РАН)

	1030  - 1045
	Низкобарьерные детекторные диоды для планарных матричных систем видения миллиметрового диапазона длин волн В.И. Шашкин, Н.В. Востоков, В.М. Данильцев, В.Р. Закамов, А.В. Мурель, О.И. Хрыкин, Ю.И. Чеченин (ИФМ РАН) 

	1045-1100
	Оптический мониторинг технологических процессов микро- и наноэлектроники В.И. Шашкин, П.В. Волков, А.В. Горюнов, В.М. Данильцев, А.Ю. Лукьянов, Д.А. Пряхин, А.Д. Тертышник, О.И. Хрыкин (ИФМ РАН) 

	1100-1115
	Опыт диагностики твердотельных  микро- и гетероструктур в центре коллективного пользования ИФМ РАН В.И. Шашкин (ИФМ РАН)

	                                                                                                                                                                                                                           1115-1130
	Субмикронная радиационно-стойкая элементная база НПО «Интеграл»

С.В.Шведов (НПО «Интеграл» )

	1130-1145
	Ход выполнения ОКР по разработке радиационно-стойких СОЗУ 512 Кбит И ПЗУ 3 МБИТ С.И.Труфанов (НИИИС)


	1145-1200
	Результаты работ по разработке микросхемы цифрового коррелятора для аппаратуры спутниковой навигации. А.Б.Кривоносов (НИИИС)

	1200- 12 15
	Перерыв (кофе-брейк)

	1215- 12 30
	Опыт разработки металлокерамических корпусов Н.А.Василенков,

Б.С.Подъяпольский (ЗАО «Аппаратура систем связи»)

	1230-1245 
	Вакуумно-плазменное, лазерное оборудование собственного производства, поставка импортного оборудования с сервисом, а также модернизация действующего оборудования А.А.Знатнов ,В.А.Черновский (ЗАО «НПП «ЭСТО»)

	1400-1445
	Общая дискуссия, подготовка предложений в проект Решения

	1445- 1500
	Заключительное слово слово члена оргкомитета семинара, директора ФГУП «ФНПЦ НИИИС им.Ю.Е.Седакова» А.Ю.Седакова


